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1．背景と研究目的 

 GaNは次世代パワーデバイス材料として、期待されている。Ammonothermal法により作製された GaN

基板において、1100℃アニール処理後に貫通混合転位がヘリカル転位へ変化することが報告されている。

本研究では、アニール前後の X線トポグラフィを測定することにより、ヘリカル転位への変化が発生す

る温度域を明らかにすることを目的としている。 

 

2．実験内容 

Ammonothermal 法により作製された GaN 自立基板について、X 線トポグラフィ法により貫通転位の

観察を行った。基板を 3 つに分割し、それぞれ 800, 900, 1000℃でアニール処理を施した後、再度 X 線

トポグラフィ法により貫通転位の観察を行った。アニール処理前の X 線トポグラフィ像との比較によ

り、ヘリカル転位に変化した温度について調査した。 

 

3．結果および考察 

Fig. 1 に、アニール処理前及び 1000℃アニール

処理後の同一箇所の X線トポグラフィ像を示す。

貫通転位は白い点状コントラストで観察される。

貫通混合転位及び貫通らせん転位部には貫通刃状

転位よりも大きなコントラストが観察される。こ

れらのコントラストはアニール処理後に拡大して

おり、別の回折条件の像とコントラスト形状を比

較することにより、貫通混合転位であることがわ

かった。従って、1000℃のアニール処理において

も貫通混合転位がヘリカル転位に変化することが

明らかとなった。今後の研究では、更に温度幅を

狭めることにより、詳細なヘリカル転位発生温度

について調査する。 
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Fig.1 GaN基板の X線トポグラフィ像 

(a)アニール処理前 

(b)1000℃アニール処理後 
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